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(57) Abstract: Provided are a resistive memory and a manufacturing
method thereof. The resistive memory comprises: a lower electrode
formed in a pattern within a first medium layer (10); a second medium
layer (12) formed on the lower electrode and the first medium layer
(10); a side wall (40) formed at an opening (121) in the second medium
layer (12), for use in covering the border region of the lower electrode
and the first medium layer (10), making only a medial region of the
lower electrode partially or completely exposed; a memory medium lay
er (30) formed by oxidation, using the second medium layer (12) and
the side wall (40) acting as a mask; and an upper electrode. The resis

俯视图 tive memory i s highly consistent, highly reliable, and small in unit size,
thereby enabling an increase in memory characteristics.

(57) 摘要：提供了一种电阻型存储器及其制备方法。该电阻
型存储器包括：下电极，其被构 图地形成于第一介质层
( 10) 中；第二介质层 （12 ) ，形成于下电极和第一介质层
上；形成于第二介质层的开 口 （121 ) 中的边墙 （40 ) ，用< 于覆盖下电极与第一介质层的交界区域以仅使下电极的中部
区域被部分地或全部地暴露；以第二介质层和边墙为掩膜氧

截面图 化形成的存储介质层 （30) ；以及上电极 （50) 。该电阻型
存储器的一致性好、可靠性高，并且单元尺寸小、有利于提

图 高存储特性。





电阻型存储器及其制备方法

技 术领 城

本 发 明 属 于 存 储 器 技 术 领 域 ， 具 体 及 一 种 电 阻 型 存 储 器

( Resistive Memory ) 及 其制备 方法 .

背景技 术
作 为 Flash 存 储 器 的未来替换技 术之 一 ，电阻型存储器 由于其 高密

度 、低成本 、可 突破 工艺技 术代发展 限制 的等特 点 引起 广泛关注 。电

阻型 存 储 器通 过 电 信 号 的作 用 ，使 存 储 介 质 在 高 电阻状 态 （High

Resistance State, HRS ) 和 氐电阻 （Low Resistance State, LRS ) 状 态之

间可逆转换 ，从 而实现存储 功 能。其 中金 属 氧化物半导体 材料 是 电阻
型存 储 器所使 用 的一种存储介质 材料 ，例如 ，铜 的氡化 物 （CuxO, 1
< χ < 2 ) , 钨 的氧化物 ( Ox , K x < 3 ) 、钛 的氡化物等 。

金属 氧化物 的制备基 本有 以下两种方 法：第一种是 ，直接在 下 电

极 上通过 薄膜 沉积 的方法形成作 为存 储介质层 的金属 氧化 物层 ；第二

种是 ，直接 该种金 属作 为下 电极 ，然后对 该 下 电极 进行 氧化 自对 准

形成作 为存储介质层 的金属 氧化物层 其 中第二种 方法 ，具有 自对 准 、

工艺过程 筒单 的特 点 而被 广泛使 用。
在 第二种 方法 中，氧化形成 的存储介质层 的存储特性 受金 属层 的

均 匀性影响较 大，金属层 均 勾性越好 ，所形成 的金属 氧化 物层特性 更

一致 ，电阻型存储 器的一致性越好 。
但 是 ，在形成 下 电极 时，金属层通常是被构 图地形成在介质层 中，

而金属层在 形成 于介质层 中时，通常需要 先形成扩散 阻挡层 等 才能形
成金属层 ，通 常 ，与介盾 层 的交界 区域 附近 的金属层 的特 性相 比于金
属层 中部 区域 的金属层 的特性 ，其差异较 大，例如 ，晶粒尺 寸不 同、

晶向不 同。以该 金属层 自对 准氧化 形成金 属 氧化 物层 时，由于 同一构
图中的金 属层 的特性差异较 大，因此 ，其 氧化形成 的存储 介质层 的特

性差异也较 大。特别是 随着尺寸不断按 比例缩 小 ，对 于每 个存储单元 ，
难 以保证 自对 准于金 属层 的 中部 区域氧化 形成存储介质层 ；从 而 ，对

于很 多个存储单元 ，更难 以保 所有都 自对 准于金 属层 的 中部 区域 氧
化 形成存储 介质 层 。因此 ，这种 方法形成 电阻型存储 器时 ，其存储 器



的一致性受到挑 战

以下具体 以 CuxO 电阻型存储 器为例说 明以上 的 问题 ，

图 1 所示为现有技术 的 CuxO 电阻型存储 器的结构 示意 图。图 1

中示 出了电阻型存储 器的俯视 图及其 C-C 截 面 图。现有技 术 中，CuxO
电阻型存储 器一般是 集成 于后端铜 互连结构 中，即以铜 互连结构 中铜
引线或者铜栓塞作 为下 电极 ，进一步氧化形成存储介质层 。如 图 1 所

示 ， 10 为用于形成 某一层铜 引线的层 间介质层 ，11 为刻蚀终止层 ，

13 为盖帽层 ( Caper Layer ) , 2 1 为铜 引线 的扩散 阻挡 层 ，22 为铜 引

线 中的籽 晶层 ，23 为 中部 区域 的铜 引线。铜 引线的 中部 区域 23 和铜
引线边 沿 区域 的籽 晶层 22 ( 即与介质 层 的交界 区域 ）一般 特性是 明显

不 同的 ，晶粒尺 寸和 晶向等会有 所差异 ，以该铜 引线氡化 时 ，中部 区

域与边缘 区域 的氧化 的速度 等会有所差异 ，氧化形成 的 CuxO 存储介
质层 30 的存储特性也 不会 均 勾。在进行 氧化 时 ，一般是对盖 帽层 12

开孔暴露铜 引线 以氧化 ，但是 ，由于特征尺 寸越 来越 小，铜 引线本 身

的宽度 （图 中所 示的左右 方向 ）也越 来越 小，如果仅对 中部 区域 23

暴露构 图氧化 ，盖帽层 12 开孔尺 寸必须相对 很 小 ，其会 大大增加 工

艺的成本 ；并且 ，在 氧化 时，氧化 薄膜也会部分地 向两边扩散生长；
因此 ，如 果不集 中于 中部 区域更小尺 寸地暴 露该金属层 ，对 于 同一存
储单元 ，形成 于籽 晶层 22 上 的 CuxO 存储介质 层 30 ( 图 1 中的虚 线

框 区域 ）和形成 于 中部 区域 23 上的 CuxO 存储介质层 30 的性 能是 不

同的；对 于多个存储单元 ，有 的存储单元 的 CuxO 存储介质层 可能是
形成在 中部 区域 23 上 ，有 的存储单元 的 CuxO 存储介质层 可 能还形成

在籽 晶层 22 上 ； 因此 ，该 电阻型存储 器会在一致性 方面存在较 大的

问题 。
同样 ，对 于被构 图地形成在介质层 中其它下 电极 材料 （例如钨 ），

同样存在 以上 问题 。

龙明内睿
针对 以上所述 问题 ，本发 明的 目的在 于 ，提 高电阻型存储存储 器

的一致性 ；
为实现 以上 目的或者其它 目的 ，本发 明提供 以下技 术 方案 ：

按 照本发 明的一方面 ，提供 一种 电阻型存储 器 ，其 包括 ：



下 电极 ，其被构 图地形成 于第一介质 层 中；

第二介质层 ，形成 于所述下 电极 和第一介庸层上 ，所述 第二介质
层 中设 置有 用 于构 图暴露所述 下 电极 的开 口；

形成于所迷第二介质层 的开 口中的边墙 ，其用于覆盖 所述 下 电极
与 所述 笫一介质 层 的 交界 区域 以仅 使 所述 下 电极 的 中部 区域被 部 分

地或全部地暴 露 ；

以所述第二介质层和边墻 为掩膜 氡化形成 的存储介质 层 ； 以及

上 电极 。

在本发 明所提供 的电阻型存储 器的一个 实施例 中，所迷 电阻型存
储 器集成 于铜 互连结构 中，所述存储介质 层 为 CuxO 存储介质 层 ，其

中 1 < χ 《2 。

在上述 的电阻型存储 器中，所述下 电极可 以为铜 引线 ，或所述 下

电极 可 以为铜栓 塞 。
在上述 的 电阻型存储 器 中，所述下 电极 与所迷第一介盾层 的交界

区域 包括扩散 阻挡层和铜籽 晶层 。
在上述 的 电阻型存储 器 中，所述 下 电极 的 中部 区域为 电镀 生成 的

铜 引线 区域 ，
在 上 述 的 电 阻型存 储 器 中 ，所 述 第一介盾 层 可 以为 互连 线介 质

层 ，所述 第二介质 层可 以为盖帽层 。所述 第一介盾层也可 以为层 间介

质 层 ，所述第二介质层也可 以为刻蚀 终止层 。
在上述 的 电阻型存储 器 中，较佳地 ，所迷铜 互连结构 为 6 5 纳米

工艺节点 以下的铜互连结构 。
按 照本发 明 的又一 方 面 ，提 供 一种 制备 上 述 电 阻型存 储 器的 方

法 ，其 包括 以下步骤 ：
提供被构 图地形成 于第一介凓层 中的下 电极 ；

在所述 下 电极和 第一介质 层上覆盖形成 第二介质层 ；
在 所述 第二介盾 层上形成暴 露所述下 电极 的开 口；

在 所 迷 开 口中形 成 用 于覆 盖 所 述 下 电极 与 所述 第一介盾 层 的 交
界 区域 以仅使 所 述 下 电极 的 中部 区域被 部 分地 或全 部地仅 暴 露 的边

墻 ；
以所述第二介质层和边墙 为掩膜 氧化形成存储介质层 ；

沉积上 电极 。



具体地 ，所述边墻是通过先沉积一层介质 薄膜层覆盖 所述开 口、
然后再刻蚀 形成 。所述氧化 可 以为等 离子氧化 、热氧化或者 湿法氡化 。

按 照本发 明的再 一方面还提供 一种存储 器 ，包括存储 阵列 ，所述
存储 阵列 包括按行和 列的形 式排 列 的多个 以上所述 的电阻型存储 器 。

本发 明的技 术效果是 ，通过设 置边墻 ，其覆盖所述下 电极 与所述

第一介质 层 的交界 区域 、并仅暴 露所述下 电极 的 中部 区域 ，从 而以所

述下 电极 的 中部 区域 自对 准氧化形成存储介质层 ，有 利于提 高电阻型
存储 器的一致性 ，同时 ，也可 以避免 因下 电极 的交界 区域被 氧化形成

存储介质 层 时导致 的可靠性 问题 ，可靠性 高 . 对 于 电阻型存储 器阵列 ，
也有 利于提 高多个 电阻型存储 器之 间的一致性 。同时，电阻型存储 器

的尺寸得 以缩 小，有 利于提 高其存储性 能。

附 困说 明
从结合 附 图的以下详 细说 明 中，将会使本发 明的上述和其 它 目的

及优 点更加 完全 清楚 ，其 中，相 同或相似 的要 素采用相 同的标 号表 示 。
图 1是现有技术 的 CuxO 电阻型存储 器的结构 示意 图；

图 2 至 图 6 是形成 图 6 所 示实施 例 电阻型存储 器的制备 过程 图；

图 6 是按 照本发 明一 实施 例提供 的 电阻型存储 器的结构 示意 图；

图 7 是按 照本发 明又一 实施例 的 电阻型存储 器的结构 示意 图。

具体 实施 方 式
在、下文 中结合 图示在 参考 实施例 中更完全地描 迷本发 明，本发 明

提供优选 实施例 ，但 不应该被认 为仅 限于在此 阐述 的 实施 例 。在 图中，

为 了清楚放 大 了层和 区域 的厚度 ，但作 为示意 图不应该被认 为严格反
映 了几何 尺寸 的 比例 关 系。

此 参考 图是 本发 明的理 想化 实施 例 的示意 图，本发 明所 示的 实
施例 不应 该被认 为仅 限于 图中所示的区域 的特定形状 ，而是 包括所得
到 的形状 ，比如制造 引起 的偏 差 。例如干法刻蚀得到 的曲线通 常具有
弯曲或 囫润 的特点 ，但在本发 明实施例 图示 中，均 以矩形表 示 ，图中

的表 示是 示意性 的，但 这 不应 该被认 为限制本发 明的范 围。
图 6 所示为按 照本发 明一 实施 例提供 的 电阻型存储 器的结构 示意

图。图 6 中示 出了该 实施 例 电阻型存储 器的俯视 图及其 A-A 截 面图。



如 图 6 所示 ，在 该 实施 例 中，以电阻型存储 器集成 于铜 互连结构 中为

例 ，更具体地 ，电阻型存储 器形成 于铜 互连结构 的铜 引线上 （即以铜

引线作 为 电阻型存储 器的下 电极 ，在 其上 面 自对 准氡化 形成 CuxO 存
储介质 层 ）。铜 引线 的具体 所在 的层数 不受本发 明限制 ，例如 ，其可

以为第一层或者 第三层等 。通常地 ，铜 引线是 以一 定形状构 图形成 ，

在该 实施例 中，铜 引线 以大马士革 工艺形成 于互连 线介质 层 10 中，

互连线介质 层 10 之 下为刻蚀终止层 11, 其 用 于在对层 间介 质层 10 构
图刻蚀形成 沟槽 （Trench ) 时 、起 终止刻蚀作 用 ，互连线介质 10 可 以

为 Si0 2、 Si 3N 4 等介质材料 ，还可 以为 FSG 、 USG 等 low-k 材料 ，或
者还 可 以为其 它起到 同样作 用 的材料 。

通常地 ，在 互连线介质层 10 中形成金属 连线时 ，需要 防止金 属

原子扩散 至互连线介质层 10 中，从 而影响互连线介质层 10 的性 能。
具体地 ，对 于铜金属 ，尤其需要 防止铜扩散 ，因此 ，以 常规 大马士革

工艺形成铜 引线 时，先在 沟槽 中形成扩散 阻挡层 2 1，然后在 电镀形成

铜 引线之 前 ，在扩散 阻挡层 2 1 上形成铜籽 晶层 22, 然后 再 电镀 中部

区域铜层 23，从 而形成铜 引线 。因此 ，铜 引线 实际上是 包括扩散 阻挡
层 2 1、铜 籽 晶层 22 以及 中部 区域铜 层 23，扩散 阻挡层 2 1、铜籽 晶层

22、 中部 区域铜 层 23 由沟槽 的边沿至 中部依 次分布 。其 中，扩散 阻

挡层 2 1可 以为 TaN 、Ta/TaN 复合层或是 Ti/TiN 复合层 ，或是 其它起

到 同样作 用 的导 电材料 ，如 TiSiN 、 WNx 、WNxCy 、 Ru、 TiZr/TiZrN

等 。扩散 阻挡层 21 的具体材料 不受本发 明 实施例 限制 ，并随着工艺
技 术代 的进 步而演变。铜籽 晶层 22 —般是通 过溅射 等薄膜 沉积 的办

法形成 ，其厚度相对 于 中部 区域铜层 23 —般 比较 小 （图中所示尺 寸

比例尸、是 示意性 的 ），中部 区域铜层 23 通 过 电镀 生长形成 。因此 ，
沟槽 边沿 区域 的铜籽 晶层 22 和 中部 区域铜 层 23 虽然都是铜 材料 ，但

是制备 工艺不 同，因此 某些物理特性是 明显 不 同的 ，例如 ，中部 区域
铜 层 23 相对 晶粒尺 寸更 大，晶向等也会有所差异 ，这些都影 响后 续
自对 准氡化 过程 的速度 、形成 的 CuxO 存储介质 层 的薄膜 性 能等 。 因

此 ，在该 实施例 中，将 中部 区域铜层 23 与互连线介质层 10 之 间的部

分定义为铜 引线与互连线介质层 10 的交界 区域 ，中部 区域铜层 23 被
交界 区域所 包围，可 能包括犷散 阻挡层 2 1 等不 同的导 电材料 ，并 包

括物理特性 不 同于 中部 区域铜层 23 的铜金属材料 。对 于其 它形成 于



介盾 层 的沟槽 中 （或 孔洞 中 ）的金属 ，大部分都存在扩散 阻挡层 ，即
使 不存在扩散 阻挡层 ，也会 由于界 面特性差异 ，在介庸层 与金 属层 的

交界 处 ，其金 属层 的物理特性是 明显有 所差异 的。因此 ，对 于所有 形
成 于介质层 中的金属 下 电极 ，我们 可 以将其 区分 为交界 区域和 中部 区

域 ，中部 区域 的下电极 的物理 结构和特性相对 更为一致 ，交界 区域是

相对 更为物理 结构 多变且特性 不一致 的交界 区域 。

继续如 图 6 所示 ，该 电阻型存储 器还 包括盖 帽层 （Cap Layer ) 12,
在铜 互连 结构 中，其可 以用来防止铜 引线上表 面的 电迁移 。盖 帽层 205

也 为绝缘介质 层 ，具体 可 以为 Si3N 4、 SiON 、 SiCN 、 SiC 、 Si0 2 或者
包含其 中之 一的复合层 。盖帽层 12 上形成如 图所示的开 口，从 而构

图暴 露 了铜 引线 。随着工艺特征尺 寸的不断减 小 ，铜 互连结构 的尺 寸
也按 比例 缩 小 ，铜 引线的宽度 （图中左右 方向的尺寸 ）也 不断减 小。

如 果直接在 盖帽层 12 上开 口仅暴露部分 中部 区域铜 30，该开 口的尺

寸要 求更 小 ，因此对构 图的要 求更 高，例如 ，要 求光刻 的精度 大大提
高，因此 ，可 能会 大大加 大光刻构 图的成 本 。例如 ，如果铜 引线 的宽
度尺 寸是 90 纳米 ，中部 区域铜 30 的宽度尺 寸是 45 纳米 ，在现有 形

成该铜 互连 结构 的光刻技 术代 下 ，形成 90 納米尺 寸 的开 口是 比较 容

易的 ，但 是如 果要 形成 45 纳米 的开 口，则要 采用更为先进的 光刻技

术代 ，而光刻技 术的提 高，是 需要很 大的设备 成本 以及技 术要 求 （因
此 ，本发 明的 电阻型存储 更适应 于小尺寸 工艺代 的结构 中，例如 ，65

纳米 工艺节点以下的铜 互连结构 中 ）。因此 ，在该发 明 中，同样现有
技 术一样 ，同样是在盖帽层 12 上形成开 口包括铜 引线 ，但 其巧妙 之

处在 于 ，还 包括 形成 于盖帽层 12 的开 口的边 沿的边墙 40, 根据 交界

区域 的具体尺 寸 以及 开 口的尺 寸 ，设 计边墙 40 的宽度尺 寸 ，从 而边
墻 40 可 以基 本覆盖 交界 区域 的铜 引线 ，例如覆盖铜 籽 晶层 22，这样
幵 口的尺 寸 变小 ，仅部 分或者全部暴 露 中部 区域铜 30; 中部 区域铜
30 相对物理结构 均 匀、性 能一致 ，因此在 其上 自对 准形成 的 CuxO 存

储介质层 30 也性 能一致 另外 ，由于开 口的尺 寸减 小 ，电阻型存储

器的存储介质 的尺 寸减小 ，有 利于减 小电阻型存储 器 的尺 寸 ，提 高存

储性 能。
继续如 图 6 所 示 ，存储介质层 30 通 常是 通过等 离子 氧化 形成 ，

但是其具体 氧化 方 法以及厚度 不受本发 明是 实施 例 限制 。在 的过



程 中，暴 露 的铜 引线可 能会横 向氧化 、从 而在 边墻 40 下也形成部分

存储介质层 ，如果形成该部分存 储介质层 的铜 引线为铜籽 晶层 23，则
也可 能会造成存储介质 层 30 的存储 特性 不一致 。为尽 可 能避免这种

情况 ，可 以适 当增加 边墻 40 的宽度 尺寸 ，仅使部分 中部 区域铜 30 暴

露 ，这样 ，可 以保证存储介质层 30 都是 以 中部 区域铜 30 氡化 形成 。

继续如 图 6 所示 ，该 电阻型存储 器还 包括形 成 于存 储介质 层 30

之 上 的上 电极 50，上 电极 50 可 以为是 TaN 、T a、TiN 、T i、Cu、A l、
N i 或者 Co 等 ，其具体材料 不受本发 明实施例 限制 。在该 实施 例 中，

上 电极 50 形成 于边墙 40 所 包围形成 的孔 洞 中，
图 6 中仅 示 出了铜 互连结构 中的形成 电阻型存储 器的部分 ，其 它

部分 的铜 互连结构 为本领 域技 术人 员所公知 ，因此 不在 图中示 出并一

一赘 迷 。
图 2 至 图 6 所示为形成 图 6 所示 实施 例 电阻型存储 器的制备 过程

图。以 下 结合 图 2 至 图 所示对该 电阻型存储 器的制备 过程作 详 细说

明。
首先 ，如 图 2 所 示，提供在铜 互连结构 中形成铜 引线后 、形成盖

帽层之 前 的结构 ，铜 引线通过镶嵌形成 于互连线介质 层 10 的沟槽 中，
具体 地 ，先通过在沟槽 中 CVD ( 化 学气相 淀积 ）或 V D ( 物 理 气相
淀积 ）沉积形成扩散 阻挡层 2 1 , 然后 PVD 沉积形成铜籽 晶层 22，再

然后 电镀 生长形成铜 引线的 中部 区域铜层 23 沟槽 的宽度 定 义为 D 1 ,

因此 ，铜 引线 的宽度也 为 D 1, 对 于形成 于介质层 10 中的金 属 下 电极 ，
我们 可 以将其 区分为 交界 区域和 中部 区域 ，交界 区域 为扩散 阻挡层 2 1

和铜籽 晶层 22，中部 区域 即为 中部 区域铜 层 23，中部 区域 的下 电极

的物理 结构和特性相对 更为均 勾，交界 区域是相对 更为物理结构 多变

且 不均 匀的 交界 区域 。因此 ，在该发 明 中，努 力使 电阻型存储 器的存

储介质 自对 准于 中部 区域铜层 23 而形成 ，从 而使存储介质 的特性 更
一致 ，存储 器的特性从 而更加 一致 。

进一 步 ，如 图 3 所示 ，介质层 10 和铜 引线上 CVD 生长形成盖 帽
层 12, 并在盖 帽层 12 上构 图形成开 口 121 以暴 露铜 引线 。盖帽层 12

上通 过光刻 、刻蚀 步骤 形成开 口 121 , 开 口 121 的尺寸 D 2 可 以基 本
等 于铜 引线的宽度尺 寸 D l ，在该 实施例 中，开 口 121 的尺寸 D 2 稍 小

于铜 引线 的宽度 尺 寸 D l ，但还是有大 部分 的交界 区域被 开 口暴 露 。



尺 寸 D2 的具体选择 可 以根据铜 引线的 宽度尺 寸 D 1 以及 光刻 的工 艺

奈件选择 ，如果难 以光刻形成 小于 D 1 尺 寸的开 口图形 ，则形求 D
尺 寸 的开 口图形 即可 。

进一步 ，如 图 4 所示 ，在盖帽层 12 的开 口 121 的边 沿形成边墙
40。具体地 ，边墻 40 是通 过先沉积一层介质 薄膜层覆盖 开 口 121、然
后再 刻蚀形成 ，边墙 的具体 形成 方法为本领域技 术人 员所公知 ，在此

不再详述 。其所沉积 的介质 薄膜层 的厚度 决定 了边墻 40 的宽度 尺 寸 ，
也 即决定 了边墙 40 中的开 口 4 1 的尺 寸 D3 , 由于边墙 的存在 ，将原
有 的开 口 121 的尺寸缩 小 ，从 而铜 引线所暴露 的 区域 更缩 小并 集 中于

更 中部 区域 。在 该 实施 例 中，尺 寸 D3 的开 口 4 1部分地暴 露铜 引线 的

中部 区域铜 层 23，准备进行 下一步的氧化 。开 口 4 1 的尺 寸 D3 可 以

根据 中部 区域铜层 23 的尺 寸 、存储介质 层 的面积等 因素选择 决定 ，

例如 ，D3 相对 于 D 1 小 10-100 纳米 。边墻 40 的具体 材料 可 以为 Si0 2、

Si3N 4 等介盾层 。

进一 步 ，如 图 5 所示 ，以盖 帽层 12 和边墻 40 为掩膜 ， 自对 准氧

化 形成 CuxO 存储介盾层 30, CuxO 存 储介质层 30 的尺 寸 由开 口 4 1

的尺 寸 D3 所决定 。具体地 ，可 以为等 离子体 氧化 、热氡化 、或者化
学湿法氡化 ，也 可 以为等 离子 氧化和热氧化 的混合进行 ，具体 的氧化
方法 以及 氧化条件 为本领域技 术人 员所公 知 ，在 此不再详 述 ，由于 ，

中部 区域铜 30 相对 物理结构 均 勾、性 能一致 ，因此在其上 自对 准形

成 的 CuxO 存储介盾 层 30 也性 能一致 。并且 , 对 于 同时形成 的多个 电
阻型存储 器 ，相 互之 间的存储 器性 能也 更为一致 。

进一 步 ，如 图 6 所示 ，沉积金 属层形成上 电极 50。在 该 实施 例 中，

先在 开 口 4 1 中 CVD 沉积金属层 ，然后通过化 学机械研磨 （CMP ) 成

型该上 电极 50。

至此 ，图 6 所示 实施 例 的 电阻型存储 器形成 。后 续的铜 互连工艺
的制造 过程 为本领 域技 术人 员所公知 ，在此 不再 附作赘 述 ，

图 7 所 示 为按 照本发 明又一 实施 例 的 电阻型存 储 器 的结构 示 意

图，在该 实施 例 中，电阻型存储 器集成于铜 互连结构 中，但是 不是 形

成 于 图 6 所示 实施 例 的铜 引线上 ，而是形成 于铜 互连结构 的铜栓塞上 。
相 比于图 6 所示的 电阻型存储 器，其主要 区别是 ，包括扩散 阻挡层 2 1、

铜籽 晶层 22、 中部 区域铜层 23 的铜栓 塞形成 于层 间介质 层 （IMD )



1 中，层 间介质 层 （IMD ) 14 之 上 为第一刻蚀终止层 15，层 间介质
层 （IMD ) 1 之 下为第二刻蚀 终止层 11。其 中，在该 实施 例 中，第

一刻蚀终止层 15 中形成 圆形开 口暴露铜 栓塞 ，同样地 ，然后在通 过

形成边墻 40 以 缩 小 圆形开 口的面积 （圆形开 口直径被 缩 小为 D4 ) ,
仅使 中部 区域铜 层 23 部分地或全部地暴 露并被 自对 准氧化 。

以上 实施例 中虽然仅 以 CuxO 电阻型存储 器作 具体说 明。但是 以

上带边墻 结构 的 CuxO 电阻型存储 器结构 的同样可 以类推 应 用于其 它
电阻型存储 器以提 高一致性 ，例如 氧化钨 电阻型存储 器、氧化钛 电阻
型存储 器等 ，

通 过 以上 多个 实施 例 的 电阻型存 储 器按 行 和 列 的排 列 方 式形成

存储 阵列 时 ，阵列 中的各 个 电阻型存储 器均通过 下 电极 的 中部 区域 自
对 准氧化 形成 ，因此 ，存储 阵列 的一致性好 。通过该存储 阵列进一 步
结合 电阻型存储 器的外 围电路 ，可 以形成本发 明的存储 器。该外 围电

路 为本领域技 术人 负所 悉知 ，在 此 不作详 迷 。

以上 例子主要说 明 了本发 明的电阻型存 储 器及其制备 方法 ，尽 管
只对其 中一些本发 明的实施 方 式进行 了描 述 ，但是本领域普通技 术人

员应 当了解 ，本发 明可 以在 不偏 离其主 旨与范 围内以许 多其 它的形 式
实施 。因此 ，所展 示的例子与 实施 方式被视 为示意性 的而非限制性 的 ，

在 不脱 离如 所 附各权 利要 求所定义的本发 明精神及 范 围的情况下 ，本

发 明可 能涵盖各种 的修 改与替换 。



1. 一种 电阻型存储 器 ，其特征在 于 ，包括 ：

下 电极 , 其被构 图地形成 于第一介质 层 中；

第二介质层 ，形成 于所述 下 电极 和 第一介质层上 ，所述 第二介质
层 中设 置有 用于构 图暴 露所述 下 电极 的开 口；

形成 于所述第二介质层 的开 口中的边墙 ，其用于覆盖 所述 下 电极
与 所述 第一介质 层 的 交界 区域 以仅 使 所 述 下 电极 的 中部 区域被 部 分

地或全部地暴露 ；

以所述 第二介质层和边墙 为掩膜 氧化 形成 的存储介质 层 ；以及

上 电极 ，

2. 如权 利要 求 1 所述 的 电阻型存储 器 ，其特征在 于 ，所迷 电阻型

存储 器集成 于铜互 连结构 中，所迷存储介质层 为 CuxO 存 储介质层 ，
其 中 1 < x 2 。

3. 如权 利要 求 2 所述 的 电阻型存 储 器 ，其特征在 于 ，所述 下 电极

为铜 引线 ，或者所述 下 电极 为铜栓 塞 。
4 . 如权 利要 求 3 所述 的电阻型存 储 器 ，其特征在 于 ，所述 下 电极

与所述第一介质层 的交界 区域 包括扩散 阻挡层和铜 籽 晶层 。
5 . 如权 利要 求 3 所述 的 电阻型存储 器 ，其特征在 于 ，所述 下电极

的 中部 区域 为 电镀 生成 的铜 引线 区域 。
6 . 如权 利要 求 2 所述 的电阻型存储 器 ，其特征在 于 ，所述第一介

质 层 为互连线介质层 ，所述第二介质 层 为盖帽层 。
7 . 如权 利要 求 3 所述 的 电阻型存储 器 ，其特征在 于 ，所述第一介

质层为层 间介质层 ，所迷笫二介质层 为刻蚀终止层 。
8 . 如权 利要 求 2 所述 的电阻型存储 器 ，其特征在 于 ，所迷铜 互连

结构 为 6 5 纳米 工艺节点以下的铜 互连结构 。
9. 一种 制备如权 利要 求 1 所述 电阻型存储 器的方法 ，其特征在

于 ，包括 以下步骤 ：
提供被构 图地形成 于第一介质层 中的下 电极 ;

在所述 下 电极 和第一介质 层上覆盖形成 第二介质层 ；
在所述笫二介质层上形成暴 露所述下 电极 的开 口；



在 所述 开 口中形成 用 于覆 盖 所述 下 电极 与所述 第一介质 层 的 交
界 区域 以仅使所述 下 电极 的 中部 区域被部分地或全部地暴 露的边墙 ；

以所述第二介质 层和边墻 为掩 ¾氧化形成存储介质层 ；以及

沉积上 电极 。

10. 如权 利要 求 9 所述的方法 ，其特征在 于 ，所述边墦是通过先
沉积一层介质 薄膜层覆盖所述开 口、然后再刻蚀形成 。

11. 如权 利要 求 9 所述的方法 ，其特征在 于 ，所述氧化 为等 离子

氧化 、热氧化 、或者 湿法氡化 。

12. 一种存储 器 ，包括存储阵 列 ，其特 征在 于 ，所迷存储 阵列 包
括按行和列的形 式排 列的多个如权 利要 求 1 所述的 电阻型存储 器。
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